Sensores de Silicio para el Silicon Tracker del experimento LHCb
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El Silicon Tracker (ST) del experimento LHCb consta de dos subdetectores que seran
construidos empleando tecnologia de micropistas de silicio. En el ST se usaran un total de
1400 sensores fabricados con tres espesores de sustrato diferentes: sensores de 500 pm de
espesor cubriran el Trigger Tracker ' (estacion TT); sensores de 320 um y 410 pm de
espesor cubriran el Inner Tracker * (estaciones IT). Debido al disefio de estas estaciones se
emplearan pistas de lectura largas, de hasta 38 cm de longitud. Los pasos entre pistas de los
sensores son de aproximadamente 200 pm. Se utilizaran modulos de detectores formados
por hasta siete sensores por lo que, para asegurar una alta tasa de produccion y un excelente
funcionamiento de los modulos completos, es necesaria una rigurosa verificacion de calidad
de los sensores de silicio. En esta contribucion se describen brevemente el disefio del
detector y de los sensores de silicio, y se presenta el programa de control de calidad seguido
por el grupo ST en un primer grupo de sensores de preproduccion.

Para asegurar la funcionalidad de los sensores y comprobar que superan los criterios
de aceptacion especificados, se realizaron inspecciones visuales, medidas metrologicas, de
la corriente de fuga, voltaje de vaciamiento y capacidades de acoplo. Se investigd la
dependencia de las corrientes de fuga en la humedad y el estrés mecanico, ademas de
estudiarse su comportamiento a largo plazo.*

Para investigar la resistencia de los sensores a la radiacion, se llevd a cabo una
irradiacion de sensores prototipo para el IT en el PS del CERN. Tres sensores fueron
irradiados con protones de 24 GeV/p hasta fluencias de aproximadamente 6 x 10" p/cm?’,
equivalente a la dosis que recibirian durante 20 afios de operacion de LHCb. Posteriormente
se realizd una caracterizacion eléctrica de los sensores irradiados, calculando el coeficiente
de dafio por radiacion a partir de las corrientes de fuga. *

Respecto al funcionamiento de los mddulos irradiados, dos modulos fueron estudiados
usando un laser infrarrojo para generar carga dentro del silicio. Se determinaron los voltajes
de vaciamiento a partir de las curvas de recoleccion de carga, y se realizdo un estudio
detallado del ruido de los detectores en funcién de la temperatura. >
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